SFE 225 -

Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor fiir den
Betrieb in Emitterschaltung
Fiir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23
Warmewiderstand Rihjo
auf Leiterplatte (Cevausit = 0,4 cm?) = 480 K/W

auf Keramik 8 X 10 XX 0,7 mm - < 420 K/W

Grenzwerte

Ucso 40 V
Uceo 25 V
Ueso 4 vV
Ic . 25 mA
Piot (bei Da = 25 DC) 300 mW
D 150 °C
%9a | ~55...-125 °C

Statische Kennwerte (9o = 25°C - 5K)

Icso (bei Ucs = 40V) < 500 nA
Ueryceo') (bei Ic© = 1 mA) > 25 V
U@r)eeo (bel IE = 10 pA) = 4V
h21E (bei Uce = 10V, Ic = 1 mA) = 40

Dynamische Kennwerte (%« = 25°C -~ 5K)

—Ci2e(bei Uce = 10V, lc= 1mA, f=10,7MHz) < 0,6 pF

f1 (bei Uce = 10V, lc=1mA, f= 20 MHz) typ.390 MHz

F (bei Uce = 10V, lc=1mA, f=200 KHz, = 5 dB
R == 300 Ohm) (typ 1,6dB

1) Messung erfolgt impulsmaBig



